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 暫定版 データシート 

NX6342EP 
レーザダイオード 

1 310 nm 帯 AlGaInAs MQW-DFB レーザダイオード  

10 Gb/s BASE-LR/LW 用 

概  要 

NX6342EP は，1 310 nm 帯光通信用 MQW (Multiple Quantum Well：
多重量子井戸) -DFB (Distributed Feed-Back：分布帰還) 構造を採用し
たレーザダイオードです。 

 

用  途 

 10 Gb/s BASE-LR/LW (IEEE802.3ae) 
 

特  徴 

 光出力 PO = 8.5 mW 
 低発振しきい値電流 Ith = 8 mA 
 微分効率 d = 0.23 W/A 
 広範囲動作温度 TC = 5～+85C 
 InGaAs モニタ用 PIN-PD 内蔵 
 CAN パッケージ  5.6 mm 
 焦点 6.0 mm 
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外形図 (単位：mm) 
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オーダ情報 

オーダ名称 パッケージ 端子接続 

NX6342EP 球レンズ CAP 付き 4 ピン CAN 1

2

3

4
LD

PD  

備考 1. 球レンズ CAP 部分は外観 (色) が異なるものが混在する場合があります。 

 2. 気密保証レベルは AQL = 1.0%といたします。 
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絶対最大定格 (特に指定のないかぎり TA = 25C) 

項 目 略 号 定 格 単 位 

光出力 PO 15 mW 

LD 順電流 IF 120 mA 

LD 逆電圧 VR 2.0 V 

PD 順電流 IF 10.0 mA 

PD 逆電圧 VR 15 V 

動作ケース温度 TC 5～+85 C 

保存温度 Tstg 40～+95 C 

リード半田付け温度 Tsld 350 (3 秒) C 

相対湿度 (結露なきこと) RH 85 % 

 

推奨動作条件 

項 目 略 号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単 位

バイアス電流 Ibias TC = 25C  30  mA 

 

光-電気的特性 (特に指定のないかぎり TC = 5～+85C, CW, BOL) 

項 目 略 号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単 位

変調速度    10.3125  Gb/s 

光出力 PO   8.5  mW 

動作電圧 Vop PO = 8.5 mW   2.0 V 

発振しきい値電流 Ith TC = 25C  8 15 mA 

     30  

微分効率 d PO = 8.5 mW, TC = 25C 0.23   W/A 

  PO = 8.5 mW 0.13    

ピーク波長 p PO = 8.5 mW 1 290  1 330 nm 

副モード抑圧比 SMSR PO = 8.5 mW 35   dB 

立ち上がり時間 tr 20-80% 注 1   50 ps 

立ち下がり時間 tf 80-20% 注 1   50 ps 

モニタ電流 Im VR = 1.5 V, PO = 8.5 mW 100  1 000 A 

モニタ暗電流 ID VR = 3.3 V, TC = 25C   10 nA 

  VR = 3.3 V   100  

モニタ PD 端子間容量 Ct VR = 3.3 V, f = 1 MHz   20 pF 

トラッキング・エラー
 注 2  Im = const. (@ PO = 8.5 mW, 

TC = 25C) 
0.9  0.9 dB 

【注】1. 10.3125 Gb/s, PRBS 231 1, NRZ, Duty Cycle = 50% 

 2. トラッキング・エラー： 
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本製品に関する警告・注意事項 
 

DANGER
INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

OUTPUT POWER          mW MAX
WAVELENGTH                       nm
CLASS lllb LASER PRODUCT

AVOID EXPOSURE-Invisible
Laser Radiation is emitted from
this aperture

SEMICONDUCTOR LASER

 

 
項  目 警告・注意事項 

 警告 レーザ光 
動作中のレーザダイオードからは，レーザ光が出射されております。 

レーザ光は波長により目に見えない場合もありますが，レーザ光およびその反射光が目に入ると目
を損傷，失明する危険があります。 

・レーザ光を直接見ないでください。 

・レーザ光を直接的にも間接的にも目に入れないでください。 

 注意 GaAs製品 
この製品には，ガリウムひ素（GaAs）を使用しています。 

GaAsの粉末や蒸気は有害ですから，次の点にご注意ください。 

・廃棄する際には，次のような廃棄処理をすることを推奨します。 

  1. 「ひ素含有物等の産業廃棄物の収集，運搬，処理の資格」を持つ処理業者に委託する。 

  2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し，「特別管理産業廃棄物」として， 

    最終処分まで管理する。 

・焼却，破壊，切断，粉砕や化学的な分解を行わないでください。 

・対象デバイスをなめたり，口に入れたりしないでください。 
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すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 

 C - 1 

改版履歴 NX6342EP データシート 

 

改訂内容 

Rev. 発行日 ページ ポイント 

1.00 2012.01.19  初版発行 
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http://japan.renesas.com/inquiry

 100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 

Colophon 1.0

http://www.renesas.com
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